
'85年の半導体市場は,,朗年にバランスした需給

関係が年初から逆転して大幅な供給過剰となり,深

刻な不況に突入した｡その主な要因として次の2点が

考えられる｡(1),朗年前半まで続いた半導体の好況に

対して,各半導体メーカーが積極的な設備投資を行

なってきた結果,特にMOSメモリを中心に供給力が

急増した｡(2)一方,それまでの好況を支えてきたパー

ソナルコシピュータを中心としたOA分野の成長鈍化

により,半導体需要の伸びも鈍ってきた｡このため,半

導体市場は完全な買手市場となり,特にMOSメモリ

では急激な価格低下を招き,数量では伸びるものの

金額では減少する状況となっている｡また,米国市場

をみても,B/B(Book/Bill)レシオが,84/11～,85/

11まで連続して12箇月間1.0を割っており,,85年内

の回復は完全に望み薄となった｡ただし,B/Bレシオ

も徐々に上昇の傾向を見せているので,,86年後半か

ら緩やかに回復するものと予測される｡結局,85年のIC

生産は,約1兆7,000億円強で前年比約10%ダウ

ン,またIC輸出は,前年比約25%ダウンの5,800億

円程度となる見通しである｡

このような厳しい環境下でも,日立製作所は研究開

発の体制を崩さず,引き続き活発な半導体の技術革

新を推進してきた｡MOSメモリについては,256kビッ

ト･タ1ナミックRAMに代表される2ミクロン製品の量

産,及び1.3ミクロン技術を確立し,1Mビット･タ1ナミ

ックRAM,256kビット･スタティックRAMの開発を完

了した｡1MビットタソナミックRAMについては,60年

末までにサンプル出荷体制を敷き,顧客のニーズに

対応している｡

マイクロコンピュータ関係では,多様化するニーズ

に対応してユニークな製品を開発した｡ZTATマイク

ロコンピュータは,ソフト設計完了から量産までの時

間をゼロにする概念の製品で,シングルチップ･マイ

クロコンピュータにPROMを内蔵した構造となってい

る｡まず8ヒ㌧ト･シングルマイクロコンピュータから製品

化を開始した｡また,高性能16ビット･マイクロプロセッ

サHD68000低消費電力版として,CMOS16ビットマ

イクロプロセッサH工場8HCOOOを米国モトローラ社と

共同開発した｡この結果,CMOS版のDMAC,

ACRTC,HDCなどの周辺LSIと組み合わせることに

より,低消費電力かつ高性能マイクロコンピュータシ

ステムが実現できるようになった｡このほか,画像処理

用周辺Ⅰ5ⅠとしてDIPP,DICEPの開発も行なった｡

一方,ノ叫ポーラ系でも特徴のある技術を開発し

た｡高速のバイポーラ技術と低消費電力のCMOS

技術を共存させたHi-BiCMOS技術の確立である｡

新たに製品化された高速,低消費電力のゲートアレ

ー(HG28シリーズ)及び64kビットスタティックRAM

(HM6787･6788)はこのHi-BiCMOS技術の成果

である｡

米国インダストリアル･リサーチ社主催の権威ある

工業技術賞で,全世界の優れた技術･製品100点を

表彰する｢Ⅰ･RlOO賞+に｢ACRTC,ZTATマイクロコ

ンピュータ,Hi-BiCMOSゲートアレー+の3件が選

ばれたことも,日立製作所の半導体技術がいかに優

れたものであるかを物語っている｡

そのほか電子部品関係の新製品としては,最近各

社から新製品の発表が続いているハンディパーソナ

ルコンピュータ,ハンディワードプロセッサなどのOA

機器に最適な400ドット×640ドットの大形液晶,更に

は今後の高成長が期待されるCAD/CAM用EWS

(エンジニアリングワークステーション)向けに開発さ

れた15形フルスクエアカラーディスプレイ管がある｡

これは,水平周波数50kHzノンインターレス(920ド

ット×640ドット)の高速･高密度表示が可能となって

おり,EWSの機能を一段と高めるものである｡
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高速走査用カラーディスプレイ管

毒吉唐弄羊請1ノト･‾_
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高速走査用カラーディ

スプレイ管の表示例

高速走査用カラーディスプレイ管仕様

項 目 仕 様

形 名 M48+LK22× M36+CAOOX

サ イ ズ 20形 】5形

蛍光面ドットピッチ 0.3lmm 0.28mm

表示画面サイズ 360mmX270mm 270mmX200mm

表示ド ット 数 l.280ドット×し024ドット l.024ドット×800ドット

電 子 銃 EA(長円)大口径高解像度電子銃

偏 向 ヨ ー ク HSA-ⅠⅠⅠこま補正フリー方式

拡大を続けるエンジニアリングワークステーション,

コンピュータグラフィックス及びCAD/CAM市場に向け

て,高密度･大容量表示用途のカラーディスプレイ管を

開発,製品化した｡水平偏向周波数をテレビジョン方式

の4倍の64kHzとし,垂直偏向をフリッカのでない60Hz

ノンインタレース走査にできる高速走査用ディスプレイ

管である｡水平偏向の高速化に伴う偏向ヨークの温度上

昇に対しては,リッツ巻線及び低損失フェライトコアを

開発し解決した｡また,高速化に伴うコンパーゼンス特

性の劣化に対しては,こま補正フリー方式の偏向ヨーク

を開発した｡更に,高解像度特性を得るために,新開発

のEA(EllipticalAperture:長円大口径)電子銃を採用

した｡メインレンズを従来の真円から長円にしレンズ径

を約30%大きくしたものである｡これによって,画面全

域での解像度特性を大きく向上できた｡これらの技術を

採用した15形及び20形カラーディスプレイ管の主な仕様

を表に,表示例を写真に示す｡このように,新しい電子

銃と偏向ヨークを備えたディスプレイ管を製品化するこ

とによって,一段と性能を向上させ,グラフィック用と

して,更に適合できるものになっている｡

注:略語説明 HSA(HitachiSlit Wound Yoke withAux川ary Coi】s)
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640ドット×400ドット表示大形グラフィック液晶ディスプレイ
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卜表示大形グラフィック液晶ディスプレイ表示例

640×400ドット表示大形グラフィック

液晶ディスプレイの主な仕様

項 目 内 容

外 形 寸 法 横270mmX縦198mm

ド ッ ト 構 成 横640ドット×400ドット

ド ット ピ ッ チ 横0.36mmXO.36mm

デュ ーテ ィ 比
l

吉元

動 作 温 度 0～40℃

電 源 電 圧 十5V,一20V

液晶ディスプレイは低消費電力･軽量コンパクトであ

ることから携帯形･可搬形情報機器のディスプレイデバ

イスとして好適で,急速に普及しつつある｡しかし,現

在液晶ディスプレイの主流であるTN(ツイステッドネマ

チック)液晶では,表示画素数が多くなるにつれて非点灯

部のクロストーク電圧が増加するため,コントラスト比･

視野角が低下し,実用的な640ドット×400ドット表示の

実現は困難とされていた｡そこで,従来のTN液晶に複屈

折効果を導入した新方式を開発することによって,電圧

一光透過率のしきい値特性を急しゅん化し,大形グラフィ

ック液晶表示でも十分なコントラスト比･視野角(共に従

来品の約2倍)を得ることに成功した｡このような液晶表

示素子と同時に,駆動回路技術･高密度実装技術の開発

を進め640ドット×400ドット表示大形グラフィック液晶

ディスプレイをモジュールとして完成することができた｡

今後モノクロームCRT相当のフラットディスプレイとし

て広く使われることが期待される｡
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ZTATマイクロコンピュータの系列拡充

ユーザー側で書き込みが可能なPROMをチップ内に集積

したZTATマイクロコンピュータシリーズを開発= 品ぞろ

えを充実し,幅広い用途への応用が可能となっている_

ZTATマイクロコンピュ

ータのチップ写真 白

線で囲んだ部分が約8

kバイト(64kビット)の

PROMである

名一種ZTATマイクロコン

ピュータ(左)と窓付き

EPROM内蔵マイクロコ

ンピュータ(右) ピン

数により各種パッケー

ジを使用している

マイクロコンピュータを用いたシステムの量産立上げ

に要する時間を,TAT(TurnAroundTime)と呼んでい

る｡通常プログラムのマスクROM化に2～3箇月要する

ため,早急な量産立上げの障害となっている｡この問題

を解決するため,マスク作成からマイクロコンピュータ

の量産立上げまでの時間をゼロにするZTATマイクロコ

ンピュータシリーズを開発した｡これはチップ上に書込

みのできるPROM(ProgramableROM)を内蔵し,プ

ラスチックパッケージに封入したシングルチップマイク

ロコンピュータである｡ユーザー側の自由なプログラム

が`叶能で(専用ソケットアダプタと汎用PROMライタ便

朋),応用プログラム完成と同時に,システムヘの組込み

が可能となる｡初期量産用,中少量生産用,仕様変更バ

グ対策用などに迅速な対応が可能である｡8ビットシン

グルチップZTATマイクロコンピュータとして,既にHD

63701Ⅹ,HD63701V,HD63705Vを製品化した｡更に周

辺機能強化形のHD63705Z,大容量PROMを内蔵したHD

63701Yを8ビット系で開発中で,4ビットマイクロコン

ピュータにも製品化を計画中である｡いずれも同機能の

マスクROM版,PROMの消去再書き込み可能な窓付き版

をそろえており,開発から量産までの各段階に応じて最

適なタイプを選択することができる｡

Hi-BiCMOSゲートアレーHG28シリーズ

ゲートアレーの高性能化のため,内部回路にバイポーラ

とCMOSを組み合わせ,サブナノセカンドの超高速をCMOS

並みの低電力で達成したHG28シリーズを紹介する

コンピュータやOA機器,各種制御機器などを中心に多

様なLSI化要求がある｡短期間,かつ比較的安価にこの要

求を実現できるため,セミカスタムLSIであるゲートアレ

ーの需要が急増している｡また,ゲートアレーの高速化,

低消費電力化 高機能化も盛んに推進されている｡

従来からゲートアレーは,純バイポーラ素子を用いて

高速,高駆動力を特徴としたものと,CMOSによる低電

力高集積を特徴とするものの二つに大別されていた｡双

Vcc

PMOS

NPN

吉C
NPNNMOS

内部基本回路

(2入力NAND回路)

需宗買

HG28A25(2′550ゲート晶)
チップ写真

方に利害得失(バイポーラ形では消費電力大,ひいては集

積度の制約,CMOS形では速度不足,駆動力小など)があ

るが,逆に双方の利点を組み合わせられれば,高性能な

ゲートアレーが実現できることになる｡

ここで紹介するHG28シリーズゲートアレーは,図に示

すようにCMOSとバイポーラトランジスタをユニークな

回路構成で結合した基本ゲートを集積し,従来は大消費

電力のECL回路でしか達成できなかった0.8nsの超高速と

CMOS並みの低消費電力を併せもつ高性能品である｡ま

た,入出力回路にも同様のバイポーラ･CMOS組合せ回

路を採用し,入力2ns,出力3nsの高性能を発揮すると

同時に,HG28Eシリーズではシュミット人力回路,マル

チバイブレータ回路の機能回路や,24mAの高電流出力回

路などの高機能化も果たしている｡その他ユーザーメリ

ットの大きなポイントとして,とかくCMOS形で問題と

なりやすいラッチアップ現象や静電破壊の防止のため,

入出力ピンにはバイポーラトランジスタだけが接続され

るような配慮もなされている｡全体構造や品種構成の詳

細は,本誌第67巻(昭和60年8月発行)を参照していただ

きたい｡現在630ゲートから2,550ゲートまでの6品種が

発売されている｡写真にHG28A25(2,550ゲート品)のチッ

プ写真を示す｡
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1MビットダイナミックRAM

CMOS回路技術及びl.3JJmプロセス技術を用いて,次世

代大容量メモリ =山ビットダイナミックRAMを開発した｡

lMビットダイナミック

RAMチップ写真

大形計算機,OA,端末機器用の次世代大容量メモリで

ある1MビットDRAMを開発した｡CMOS回路技術と1.3

〟mの微細加工技術,A12層配線技術を採用して高速,低

消費電力,チップサイズ64mm2を実現している｡

特にメモリセルには,新しいアイソレーション構造,

セル構造を採用することによって,メモリセル面積36J〃n2

という小ささにもかかわらずα線ソフトエラーに対して十

分なマージンが確保できた｡

更にCMOS回路技術の採用によって,NMOS回路では

困難であった独自の回路が可能となった｡特にATD回路,

ローバワーVBB発生回路は,低消費電力化に寄与し,消

費電流35mAtypを実現している｡またCMOS回路化で,

市場で要求されている種々の高速読み出しモード(ペー

ジ,ニブル,スタティックカラム)を同一チップ上にマス

タスライスで実現している｡

チップは300mil幅のDIP及びSOJパッケージに入り,高

密度実装に対応できる｡

1MビットDRAMの品種系列

形 名 機 能 アクセス時間 高速アクセス時間

HM51】000 ページモード 100･120･150 40･50･65

HM51100l ニプルモード 100･120･150 30･35･40

HM511002
スタティック

カラムモード
100･120･150 40･50･65

256kビットスタティックRAM

l.3/JmHi-CMOS技術を用い,256kビットスタティック

RAM HM62256を開発した｡アクセス時間は85ns,100ns,

120ns,ほ0nsである｡

材赫

良二7黎さ二延子_`軋二∈払_･_選

脚絆峨

･臥･

256kビットスタティックRAM

HM62256チップ写真

SRAM(スタティックランダムアクセスメモリ)はアク

セス時間が速く,リフレッシュが不要でタイミング設計

が容易である｡日立製作所では,OA機器をはじめ小形シ

ステムのメモリとして最適な256k SRAM HM62256を開

発した｡

HM62256は1MビットダイナミックRAMと同レベル

の微細プロセスである1.3/Jm CMOSプロセスを採用し,

1チップ1に160万素子を集積している｡日立製作所が4

k SRAMで,世界に先駆けて採用した高抵抗形メモリセ

ルと周辺CMOS回路を組み合わせたHi-CMOS技術によ

り,アクセス時間85ns･100ns･120ns･150ns,消費電流

40mAtyp.(10MHz)を達成している｡これらの特性は64

k SRAM HM6264よりも高速低消費電力であり,顧客シ

ステムの性能向上に有効である｡また,高抵挽形メモリ

セルの採用で,完全スタンバイ電流は2〟Atyp.と小さく,

バッテリーバックアップも容易にできる｡

パッケージは600mi128ピン標準形で,64k SRAM,256

k擬似SRAMと互換性がある｡また,実装密度の高いSOP

(SmallOutlinePackage)品を選択することもできる｡

日立製作所では,HM62256で採用したプロセス,回路

技術を用いて高速SRAM製品を開発中であり,顧客の要

求にマッチした各種製品を取りそろえてゆく予定である｡
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高速･低消費電力Hi-BiCMOSTTJRAMHM6丁87

CMOSと高性能バイホーラ素子を基本国許内て複合化す

ることで,低消費電九 かつ高速(アクセスタイム25｢′.S:)7三!二

64kビットRAMを製品化した.

現在,高速64kビットスタティックRAMでは,アクセ

スタイム45～70nsのものが実用化されているが,システ

句■
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韓
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CMOS入力一 ●B卜CMOS

Bi-CMOS ゲートによる

ドライブによる 高速化
高遠低電力化

主要回路技術

メ
モ
リ
セ

ル

セ
ン
ス
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ン
プ

叫

出力

萌
●NMOSメモリセルに

よる低電力化

●A12層ワード線補強
による高速化

●バイポーラ差動セン
スアンプによる高速
化

●B卜CMOS

ドライブCMOS

出力による高速化

ムの高性能化と高速CMOS技術の発達により,いっそう

の高速化が求められている｡

新技術のHi-BiCMOS(High Performance Bipolar

CMOS)では,従来のBi-CMOSとは異なり,CMOSと高

性能バイポーラ(遮断周波数4GHz)の向構造を素子レベ

ルで複合化し,ECLに近い高速惟とCMOS並みの高集

積･低消費電力を同時に可能にした｡

HM6787の主要回路構成は図のとおりで,メモリセルに

MOS素子を使用し,周辺入出力回路には負荷容量による

遅れを改善するため,高速充放電能力のある"Hi-BiC

MOS”複合ゲート回路及び小信号増幅が可能なバイポー

ラ差動センス回路を採用した｡また,プロセス的にも,

多層配線の採用などによって高速化を図り,更にチップ

サイズも小形化した｡

上記の回路･プロセス技術により,アクセスタイムが

最大25nsと従来の約2倍の超高速で,かつ従来CMOS製

品と変わらない低消費電力(動作時220mWtyp.)メモリを

実現した｡

本製品は,今後スーパーコンピュータのメインメモリ,

中小形計算機,高速画像メモリを中心に,高速OA機器分

野への応用も期待される｡

画像信号処理プロセッサ"DICEP,DIPP”

画像信号処理プロセッサとしてっ 高速化【高騰言≧化¢小

形化を実現するため,画像信号符号化復号化処三塁用の

DICEPと画像信号読み取り用のDIPPを開発した

ファクシミリネットワークやファイリングシステムな

どの多量の情報を高速に伝送したり,効率よくファイル

するためには,不要な情報を削除し圧縮する技術が必要

である｡ファクシミリでは,国際規格(CCITT)が制定さ

れており,この符号化方式が他の分野でも普及しつつあ

る｡DICEP(DocumentImage Compression and

ExpansionProcessor)は,G3

窟

DICEPチップ写真

･G4規格の符号化･復号

DIPPチップ写真

化処理を行ない,｢使いやすさと+と｢高速化+を基本方

針としている｡

符号化処理アルゴリズムを完全にオンチップ化し,

MPUからの簡単なコマンドだけで,高効率で汎用的な符

号処理(データ圧縮吉～おが可能となり,システムとして
のハードウェア量を低減している｡また,A4サイズの原

稿を1秒以下で符号化処理し,従来のゲートアレー構成

品の約10～20倍という高速性を実現している｡

DIPP(DocumentImagePre-Processor)は,ファクシ

ミリなどで用いられるラインセンサから入力された画像

信号を,5M画素/秒の超高速で読み取り,ひずみ補正を

した後,ディジタル信号に変換するものである｡画像信

号には,光源やレンズからのシューディングひずみやセ

ンサからの高周波ひずみが混在しており,読み取り精度

向上にはひずみ補正が不可欠である｡DIPPは,シェーデ

イングメモリを内蔵し,高周波ひずみメモリを外付けす

ることによって全画素補正を1%精度で実行している｡

また,画像出力信号として多値,ディザ及び2値の豊

富な出力モードを任意に設定でき,簡易形,超高速･高

精度システムにも適用可能である｡応用分野としては,

ファクシミリをはじめとする通信システムから,ワーク

ステーションなどのドキュメントファイル,更にイメー

ジプリンタに至る多様な機器への適用が考えられる｡
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超高速D-Aコンパーダ`HA19501”

画像信号や計測機器などの高速データ処理化が進むな

かで,最新のバイポーラ技術を用いた世界最高の変換速度

500MHz D-AコンバータHA19501を開発した｡

JouT

㌻J

マルチプレックス

下SDl

LATCHl

SD2

LATCH2

〕PPER3B汀

DATAI DATA2

+ATCHl LATCH2

+OWER 5BIT

注:略語説明 SD(Segment Decoder)

ブロックダイアグラム

画像信号処理のディジタル化,計測機器などの高速デ

ータ処理技術の進歩に伴い,D(ディジタル)-A(アナログ)

コンバータICの高速化,超高速化のニーズが高まってい

る｡そこで日々二製作所では,微細化された最新のバイポ

ーラモノリシックIC化技術(浅溝分離技術)を用いて超i亡j

速化を図ったD-AコンバータHA19501を開発した｡本製

品はD-A変換器の一部に高速化セグメント方式を採朋し,

‾更にディジタル入力には,従来と同じデータ人力速度で

2倍のD-A変換速度が得られるデータ マルチプレクス方

式を用いた2系統(Dual-Port)人力方式を採川し,変換速

度を上げることに成功した｡変換速度500MHz(日立製作

所従来製品の約5倍)は世界の最高速である｡この製品に

よって高精細ディスプレイ(走査線数1,000本以上)のより

高速化,計測機器の高速アナログ信号発生などへのん』用

が■叶能になった｡また,ディスプレイの画像信号発′占の

際に必要なカーソル機能,ブランキング機能を内蔵して

いるため,周辺回路の簡略化も可能である｡

■十■■

■高感度･高解像度固体壮健素子``HE9824ド

ビデオカメラの高感度化のために,新しい低

雑音方式(TSL方式)による固体撮像素子HE

98241を開発した｡画素数は28万個(従来比1.5

倍)で360TV本の解像度が得られる｡固体撮像素

子の課蓮であったスミアがなく,駆動は5Vと低

く使いやすい｡

■EPROM/EEPROM系列の充実

高速･大容量EPROM及び高機能EEPROMに

対応して,CMOSを中心とした製品系列の展開

を進めている｡現在64k,256k CMOSEPROM

を量産中であり,1M CMOS EPROM,高拙能

朗k COMS EEPROMの開発を推進している｡

更にSOP(小形パッケージ),勤作i温度拡張品の

展開も進めている｡

一高速･大客土ROM

既に量産中の1Mビット.250nsに続いて,回

路技術及びプロセス技術の改善により,アクセ

スタイム150Ⅰ芯の256kビットと1Mビット マス

クROMを開発した｡高速化,大容量化の市場ニ

ーズにこたえるもので,最新の2Jパnプロセス技

術が駆使されている｡

■CMOS CRTコント ローラ``cRTC-ⅠIHD

6345''

CRTC-ⅠⅠはパーソナルコンピュータや端末装

置などに適したCRT表示制御LSIで,従来の

NMOSのHD6845Sとピン,ソフトウェアの上位

互換性を保ち,水平画面分割などの高機能化,

高速化,低消費電力化を実現している｡

■CRTコンパチブル大画面+CDコントローラ,

ドライバ

パーソナルコンピュータ,ワードプロセッサ

などのOA機器に適した液晶パネル制御用のコン

トローラ及びドライバLSIで,CRTと同等の400

ドット×640ドットの表示ができ,CRTでは不可

能なセットの小形,軽量化が実現できる｡

●スマート デュアルポートRAM`■HD63310■-

マルチCPUシステムに対応した製品で,CPU

間で交換されるデータの共有メモリとして使わ

れる｡大量データの高速処理が必要なワークス

テーション,NC,データ通信システムの性能向

DMAコントローラ"HD63450”

上に役立つバッファである｡

■DMAコントローラ"HD63450”

HD63450は,NMOSタイプとピン及びソフト

ウェアの互換性をもつ｡低消費電力,最高12.5

MHzの高速動作,及び転送機能の強化により,

コンパクトなOA機器や通信分野のDMAコント

ローラとして最適である｡

■高精細ディスプレイ電流土せ帽用IC"HAl1505''

鳥精細ディスプレイの電流増幅用ICとして,

HAl1505を開発した｡広帯域(DC-180MHz),

高出力(300mA Max.)を達成しており,高精細

ディスプレイの性能向_l二に寄与する｡

■シングルモードファイパ実装通信用+D

長距離大容量光通信用に,シングルモードフ

ァイバを結合した波長1.3JJmの通信用LD(レー

ザダイオード)HL1321SPを開発し,量産を開始

した｡本製品は,ファイバとLDチップとの結合

方法などに新技術を駆使し,高信梅度を達成し

ている｡

■高性能パワーMOS FET

新プロセス技術製品により,(1)超高精細ディ

スプレイ用1,200V品,(2)電源用高耐圧(1,000

V),低オン抵抗品,(3)インバータ用.焉速品(逆

回復時間150ns),(4)移動無線用高周波モジュl

ルなど,応用分野を拡大した｡
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